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FIGURE 2

(57) Abstract: The present invention relates to a process for producing a receiver substrate (30) for a semiconductor-on-insulator
structure for radiofrequency applications, comprising the following steps: - providing a semiconductor substrate comprising a base
substrate (1) made of monocrystalline material and a charge-trapping layer (2) made of polycrystalline silicon arranged on the base
substrate (1); - oxidizing the charge-trapping layer (2) to form an oxide layer (3) arranged on said charge-trapping layer, the process
being primarily characterized in that the oxidization of the charge-trapping layer (2) is performed at least partly at a temperature lower
than or equal to 875°C, in the following manner: - starting the oxidization at a first temperature (T 1) between
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750°C and 1000°C; - decreasing the temperature down to a second temperature (T ,), lower than the first temperature (T 1), between
750°C and 875°C; - continuing the oxidization at the second temperature (T ;).

(57) Abrégé : La présente invention se rapporte a procédé de fabrication d'un substrat receveur (30) pour une structure de type se-
mi-conducteur sur isolant pour applications radiofréquence, comprenant les étapes suivantes : - fourniture d'un substrat semi-conducteur
comprenant un substrat de base (1) en matériau monocristallin et une couche de piégeage de charges (2) en silicium polycristallin agen-
cée sur le substrat de base (1), - oxydation de la couche de piégeage de charges (2) pour former une couche d'oxyde (3) agencée sur ladite
couche de pi¢geage de charges, le procédé étant principalement caractérisé en ce que l'oxydation de la couche de piégeage de charges
(2) est réalisée au moins en partie a une température inférieure ou égale a 875°C,de la maniére suivante : - démarrage de 1'oxydation a
une premiere température (T 1) comprise entre 750°C et 1000°C, - diminution de la température jusqu'a une deuxi¢me température (T ,
), inférieure a la premiere température (T i), comprise entre 750°C et 875°C, - poursuite de l'oxydation a la deuxi¢éme température (T 5 ).



